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Evaluation of fluorine additive segregation state for ultra-thin-film resin 
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UV ナノインプリントを大量生産技術として適用するためには、離型問題を解決する必要があ

る。近年、レジストに離型性を付与することでモールド離型時の離型力を低減させる研究が行わ

れている 1, 2)。離型性を有するレジストは主に添加剤の偏析現象を利用しており、レジスト中にお

ける添加剤の偏析状態を調べる事は非常に重要である。前回、カチオン硬化型レジストである

NICT103K((株)ダイセル)にフッ素系添加剤 F-554((株)DIC)を加えた 100 nm-1000 nm膜厚のフッ素

系添加剤含有UVナノインプリントレジストにおける添加剤の偏析状態をX線光電子分光法(XPS)

で評価し、報告した 3)。UVナノインプリント技術による微細パターン転写では、より薄いレジス

ト膜中での添加剤の偏析状態を調べる必要がある。そこで本研究では膜厚 70 nmと 30 nmにおけ

るフッ素系添加剤の偏析状態を XPSにより評価した。 

フッ素系添加剤含有レジストとして、NICT103Kに F-554を 2, 5, 10 wt%加えたレジストを作製

しそれぞれ NICT103Kw20, NICT103Kw50, NICT103Kw100と呼称する。使用したフッ素系添加剤

は高粘度の液体であり、カチオン重合には寄与しない。各レジストを Si基板上にスピンコートし、

80℃で 1分間プリベーク後、大気下で UV(波長 365 nm、 照度 60 mW/cm
2
)を 60秒間照射し、硬

化させた。そして、Ar
+ビームエッチングと XPS 測定を交互に行うことで、レジスト膜中に存在

するフッ素系添加剤の深さ方向分析を行った。測定結果はピーク面積比(%)で評価した。ピーク面

積比とは XPSワイドスキャンスペクトル中の F1s, O1s, C1s ピーク面積の総和に対する各ピーク

面積の割合である。Fig. 1に膜厚 70 nmの NICT103Kw20、NICT103Kw50、NICT103Kw100の深さ

方向分析結果を示す。全てのレジストにおいてフッ素はレジスト最表面で最も多く検出され、ま

た表面から約 2 nmのところで検出不能となった。さらに、NICT103Kw50と NICT103Kw100では

エッチング直後にフッ素量が急激に減少した。これらの測定の結果、膜厚 70 nmのレジストにお

いて、フッ素系添加剤の添加量が増加してもフッ素の多くはレジスト表面に存在していることが

分かった。講演では膜厚 30 nmの測定結果についても併せて報告する。 
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Fig . 1  Depth profiles of 70 nm thick- (a) NICT103Kw20, (b) NICT103Kw50, (c) NICT103Kw100. 
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